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Vynélez sa tyka oboru elektroniky v ob-
lasti polovodifovej zdkladne. Uelom vyna-
lezu je zvysit vytaZnost polovodiovych sy-
stémov v hromadnej vyrobe. Uvedeného tce-
lu sa dosiahne vyuZitim optimalizatnej vy-
sokoodporovej vrstvy.

Podstatou vyndlezu je, Ze na epitaxnej
vrstve spojite v technologickom cykle je
narastend optimalizand vrstva zhodného ty-
pu vodivosti ako je vodivost epitaxnej vrst-
vy, prifom u prvkov s prilahlou vrstvou je
hribka optimaliza¢nej vrstvy maximdline rov-
nakd s hrdbkou tejto prilahlej vrstvy a u
prvkov bez prilahlej vrstvy je hribka op-
timalizatnej vrstvy rovnd 1/2 hriubky epi-
taxnej vrstvy.
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Vynélez sa tyka planarnych epitaxnych po-
lovodiCovych prvkov, najmid diod a tranzis-
torov.

U doposial zndmych plandrnych epitax-
nych polovodiovych prvkov sa napr. u vf
tranzistorov vyuZiva epitaxna vrstva, ktora
je o poZadovanom mernom odpore a hruib-
ke narastand na monokrys$talickej podloZ-
ke (substrdte) vodivosti typu P alebo N.

Epitaxnd vrstva sa voli ako kompromis
pre dosiahnutie charakteristickych parame-
trov prvku.

Nevyhoda takéhoto rieSenia je v tom, Ze
takto navrhnutd epitaxnd vrstva riedi je-
den charakteristicky parameter na tkor iné-
ho. Napriklad zlep3eni vlastnosti v priepust-
nom smere zvySenim koncentrédcie primesi
mé za nésledok zvySenie kapacit. Casto kvé-
li poZadovanym kompromisom v oblasti vlast-
nosti poZadovanej epitaxnej vrstvy nie je
moZné Ziadany prvok tymto spOsobom rea-
lizovat.

Hore uvedené nedostatky odstraiiuja pla-
narne epitaxné prvky podla vyndlezu, kto-
rého podstatou je, Ze na epitaxnej vrstve vo-
divosti typu N alebo P je narastend optima-
lizatnd vrstva zhodného typu vodivosti s
- epitaxnou vrstvou. Merny odpor optimali-
zaCnej vrstvy je minimélne 2krdt vaé3i ako
odpor epitaxnej vrstvy. U prvkov, ktoré ne-
obsahuji prilahld vrstvu je hribka opti-
maliza¢nej vrstvy rovnd 1/2 hribky epitax-
nej vrstvy. U prkov, ktoré obsahuju prilahla
vrstvu je hrubka optimalizatnej vrstvy ma-
ximélne rovnakd s hribkou tejto prilahle]
vrstvy.

Vyhodou plandrnych epitaxnych polovo-
digovych prvkov podla vynéalezu je zavede-
nie optimalizaCnej vrstvy umoZiiujacej zlep-
it niektoré charakteristické parametre prv-
kov bez toho, aby sa zhor$ili iné. Vy33f od-
por optimaliza&nej vrstvy oproti epitaxnej
vrstve umoZiiuje napr. u diod podstatné
zlepSenie charakteristickych vlastnosti v
priepustnom smere a u tranzistorov podstat-
né zlepSenie funk&nych vlastnosti v oblas-
ti saturdcie, vylep3enie frekvenénych vlast-
nosti a Sumu.

Rez plandrnou epitaxnou diodou podla
vynédlezu je zndzorneny na obr. 1 a postup
v priklade €. 1. Rez planérnou epitaxnou dio-
dou s difundovanou bézou podla vynélezu
je zndzorneny na obr. 2 a postup popisany
v priklade €. 2. Rez plandrnym epitaxnym
tranzistorom podla vynédlezu je zndzorneny
na obr. 3 a postup popisany v priklade &. 3.
Rez plandrnou epitaxnou Schottkyho diodou
je na obr. 4 a postup je popisany v prikla-
de &. 4.

Priklad 1

Na vyleStenej strane nizkoodporovej polo-
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vodiCovej podloZky 4 typu vodivosti N+ sa
narastie epitaxnéd vrstva 3 typu vodivosti N
a shcasne optimalizatna vrstva 1 typu vodi-
vosti N-. Do optimaliza&nej vrstvy 1 sa zné-
mou technolégiou vytvori prilahla vrstva 2
typu vodivosti P ¢im sa vytvori P—N pre-
chod diody. Vyhodou rieSenia je dosiahnu-
tie vy338ieho priaznivého napétia diod a su-
Casného zniZenia parazitnjch kapacit prv-
kov.

Priklad 2

Na vyleStenej strane nizkoodporovej po-
lovodi€ovej podloZky 4 typu vodivosti N*
sa narastie epitaxna vrstva 3 typu vodivos-
ti N a stfasne optimaliza&na vrstva 1 typu
vodivosti N~-. Oo optimalizaénej vrstvy 1
sa zndmou technolégiou vytvori prilahla
vrstva 2 typu vodivosti N*. Do prilahlej vrst-
vy 2 sa vytvori néslednd vrstva 5 typu vo-
divosti P €im sa vytvori PN prechod diody.
Vyhody rieSenia st zhodné ako v priklade
¢. L

Priklad 3

Na vyleStenej strane nizkoodporovej polo-
vodicovej podlozky 4 typu vodivosti N* sa
narastie epitaxné vrstva 3 typu vodivosti N
a suCasne optimalizatnd vrstva 1 typu vo-
divosti N~. Do optimalizanej vrstvy sa vy-
tvori prilahld vrstva 2 typu vodivosti P. Do
prilahlej vrstvy 2 sa vytvori emitorovad vrst-
va 6 typu vodivosti N. Vyhoda tohoto riege-
nia spoc¢iva v tom, 7e pre poZadované prie-
razné napétie Ucgo je moZné pouZit epitax-
nd vrstvu s menSim mernym odporom a
hribkou, €¢im sa dosiahne lepSie vykonové
zosilnenie tranzistora, lep8ie frekven&né
vlastnosti a pridova zataZitelnost, mensie
parazitné kapacity a lepSie $umové vlast-
nosti a pridova zataZitelnost, menSie para-
zitné kapacity a lepSie Sumové vlastnosti pri
vysokych frekvenciach.

Priklad 4

Na vyleStenej strane nizkoodporovej po-
lovodiCovej podloZke 4 vodivosti typu N* sa
narastie epitaxné vrstva 3 typu vodivosti N
a sufasne optimaliza&nd vrstva 1 typu vodi-
vosti N-. Na optimaliza¢ni vrstvu 1 sa zné-
mou technoldgiou vytvori Schottkyho kon-
takt 7. Vyhodou takéhoto rie$enia je dosiah-
nutie vys3ieho prierazného napétia diody za
sutasného poklesu zvodovych pradov. Zni-
Zi sa kapacita prechodu. Linearizuje sa prie-
beh kapacity v z4vislosti na napdti za su-
Casného poklesu sériového odporu a zlep-
Sia sa Sumové vlastnosti diod.
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PREDMET VYNALEZU

Planarny epitaxny polovodi¢ovy prvok vy-
znateny tym, Ye na epitaxnej vrstve (3) vo-
divosti typu N alebo P je narastend optima-
lizatn4 vrstva (1) zhodného typu vodivosti
ako je vodivost epitaxnej vrstvy (3) s mer-
nym odporom minimélne dvojndsobne v&c-
§im ako je merny odpor epitaxnej vrstvy

(3), priom u prvkov s prilahlou vrstvou
(2) je hribka optimalizaénej vrstvy (1) ma-
ximdlne rovnakd s hribkou tejto prilahlej
vrstvy (2) a u prvkov, ktoré neobsahuji
prilahld vrstvu (2) je hrubka optimalizad-
nej vrstvy (1) rovnd 1/2 hribky epitaxnej
vrstvy (3].
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